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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　配線層の上に設けられた第１絶縁層と、
　前記第１絶縁層の上にめっき膜で形成された第１磁性体層と、
　前記第１磁性体層の上に配設される平面コイルであって、渦状に巻回された巻線で構成
される平面コイル部と、前記平面コイル部の前記渦状に巻回された巻線同士の平面視にお
ける隙間の部分に配設される絶縁部とを有し、前記巻回の一端及び他端と、前記巻線の上
面と、前記巻線のうちの最外周の巻線の側面と、前記巻線のうちの最内周の巻線の側面と
が前記絶縁部から露出する平面コイルと、
　前記第１磁性体層の上にめっき膜で形成された第２磁性体層であって、前記平面コイル
部の前記巻線のうちの最外周の巻線の側面と、前記巻線のうちの最内周の巻線の側面と、
前記巻線の上面と、前記絶縁部の上面とを直接被覆する第２磁性体層と、
　前記第１絶縁層の上に配設され、前記第１磁性体層、前記平面コイル部、及び前記第２
磁性体層を覆う第２絶縁層と、
　前記第２磁性体層と前記第２絶縁層との間に配設される絶縁膜と、
　前記第２絶縁層の上に配設される第１配線部と
　を含み、
　前記平面コイル部の前記巻線の一端は、前記第２絶縁層及び前記第２磁性体層を貫通す
る第１ビアを介して、前記第１配線部に接続されている、配線基板。
【請求項２】
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　前記平面コイル部と前記第１磁性体層との間、前記第１磁性体層と前記第２磁性体層と
の間、前記絶縁部と前記第１磁性体層との間、及び、前記第１絶縁層と前記第２絶縁層と
の間に絶縁膜が配設され、前記絶縁膜は、前記第１絶縁層の表面から前記第１磁性体層の
表面にかけて設けられている、請求項１記載の配線基板。
【請求項３】
　前記平面コイル部は、めっき膜で形成されている、請求項１又は２記載の配線基板。
【請求項４】
　前記平面コイル部の最外周側面、上面、及び最内周側面が前記第２磁性体層で被覆され
、前記平面コイル部の前記一端と他端とが前記第２磁性体層から露出する、請求項１乃至
３のいずれか一項記載の配線基板。
【請求項５】
　前記第２絶縁層の上に配設される第２配線部をさらに含み、
　前記平面コイル部の他端は、前記第２絶縁層を貫通する第２ビアを介して、前記第２配
線部に接続される、請求項１乃至３のいずれか一項記載の配線基板。
【請求項６】
　前記第２磁性体層は、前記第１ビアを挿通する開口部を有する、請求項１乃至５のいず
れか一項記載の配線基板。
【請求項７】
　前記巻線の一端と前記第２絶縁層との間、及び、前記巻線の他端と前記第２絶縁層との
間に配設される絶縁膜をさらに含み、当該絶縁膜は、前記第２磁性体層の表面から前記巻
線の一端の表面と前記巻線の他端の表面とにかけて設けられている、請求項１乃至６のい
ずれか一項記載の配線基板。
【請求項８】
　前記第１絶縁層と前記第１磁性体層との間に配設される第３絶縁膜をさらに含む、請求
項１乃至７のいずれか一項記載の配線基板。
【請求項９】
　配線層の上に設けられた第１絶縁層の上にめっき処理で第１磁性体層を形成する工程と
、
　前記第１磁性体層の上に、渦状に巻回された巻線で構成される平面コイル部を形成する
工程と、
　前記平面コイル部の前記渦状に巻回された巻線同士の平面視における隙間の部分に絶縁
部を形成する工程であって、前記巻回の一端及び他端と、前記巻線の上面と、前記巻線の
うちの最外周の巻線の側面と、前記巻線のうちの最内周の巻線の側面とが前記絶縁部から
露出するように絶縁部を形成する工程と、
　前記第１磁性体層の上にめっき処理で、前記平面コイル部の前記巻線のうちの最外周の
巻線の側面と、前記巻線のうちの最内周の巻線の側面と、前記巻線の上面と、前記絶縁部
の上面とを直接被覆する第２磁性体層を形成するとともに、前記第２磁性体層の上に絶縁
膜を形成する工程と、
　前記第１絶縁層の上に、前記第１磁性体層、前記平面コイル部、及び前記絶縁膜を覆う
第２絶縁層を形成する工程と、
　前記第２絶縁層及び前記第２磁性体層を貫通し、前記平面コイル部の前記巻線の一端に
到達するビアホールを形成する工程と、
　前記ビアホールの内部に、前記平面コイル部の一端に接続されるビアを形成する工程と
、
　前記第２絶縁層の上に、前記ビアに接続される第１配線部を形成する工程と
　を含む、配線基板の製造方法。
【請求項１０】
　前記平面コイル部をめっき処理で形成する、請求項９記載の配線基板の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、配線基板、及び、配線基板の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、ビルドアップ多層基板の３つの層の表面に、４つのＣの字形状のコイル用パ
ターンを形成し、ビルドアップバイアによりコイル用パターンを接続して、全体として螺
旋状のコイルを形成したプリント基板のパターンコイルがあった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００１－０７７５３８号公報
【特許文献２】特開２００８－１０３６０３号公報
【特許文献３】特開２００７－２８１２３０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、従来のパターンコイルは、部品としてのサイズが大きいため、例えば、
ＣＰＵ（Central Processing Unit：中央演算処理装置）のような演算処理装置のパッケ
ージに搭載することが困難であった。
【０００５】
　そこで、小型化を図ったコイルを含む配線基板、及び、配線基板の製造方法を提供する
ことを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の実施の形態の配線基板は、配線層の上に設けられた第１絶縁層と、前記第１絶
縁層の上にめっき膜で形成された第１磁性体層と、前記第１磁性体層の上に配設される平
面コイルであって、渦状に巻回された巻線で構成される平面コイル部と、前記平面コイル
部の前記渦状に巻回された巻線同士の平面視における隙間の部分に配設される絶縁部とを
有し、前記巻回の一端及び他端と、前記巻線の上面と、前記巻線のうちの最外周の巻線の
側面と、前記巻線のうちの最内周の巻線の側面とが前記絶縁部から露出する平面コイルと
、前記第１磁性体層の上にめっき膜で形成された第２磁性体層であって、前記平面コイル
部の前記巻線のうちの最外周の巻線の側面と、前記巻線のうちの最内周の巻線の側面と、
前記巻線の上面と、前記絶縁部の上面とを直接被覆する第２磁性体層と、前記第１絶縁層
の上に配設され、前記第１磁性体層、前記平面コイル部、及び前記第２磁性体層を覆う第
２絶縁層と、前記第２磁性体層と前記第２絶縁層との間に配設される絶縁膜と、前記第２
絶縁層の上に配設される第１配線部とを含み、前記平面コイル部の前記巻線の一端は、前
記第２絶縁層及び前記第２磁性体層を貫通する第１ビアを介して、前記第１配線部に接続
されている。
【発明の効果】
【０００７】
　小型化を図ったコイルを含む配線基板、及び、配線基板の製造方法を提供することがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】比較例の配線基板ユニット１０を示す図である。
【図２】実施の形態１の配線基板１００を示す図である。
【図３】実施の形態１の配線基板１００を適用した配線基板ユニット２００Ａ、２００Ｂ
、２００Ｃを示す図である。
【図４】実施の形態１の配線基板１００の製造工程を示す図である。
【図５】実施の形態１の配線基板１００の製造工程を示す図である。
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【図６】実施の形態１の配線基板１００の製造工程を示す図である。
【図７】実施の形態１の配線基板１００の製造工程を示す図である。
【図８】実施の形態１の変形例の配線基板１００を示す断面図である。
【図９】実施の形態２の配線基板２００を示す断面図である。
【図１０】実施の形態２の配線基板２００の製造工程を示す図である。
【図１１】実施の形態２の変形例の配線基板２００を示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、本発明の配線基板、及び、配線基板の製造方法を適用した実施の形態について説
明する。
【００１０】
　まず、実施の形態の配線基板、及び、配線基板の製造方法を説明する前に、比較例の配
線基板とその問題点について説明する。
【００１１】
　＜比較例＞
　図１は、比較例の配線基板ユニット１０を示す図である。
【００１２】
　比較例の配線基板ユニット１０は、マザーボード２０、パッケージ基板３０、ＣＰＵ４
０、及び電源供給回路５０を含む。
【００１３】
　配線基板ユニット１０は、例えば、携帯電話端末機、スマートフォン端末機、ゲーム機
等の電子機器に用いられる。
【００１４】
　マザーボード２０は、例えば、ＦＲ－４（Flame Retardant type 4）規格の配線基板で
あり、例えば、複数の配線層と複数の絶縁層を積層して作製される。マザーボード２０に
は、ＣＰＵ４０が搭載されたパッケージ基板３０がＢＧＡ（Ball Grid Array）のはんだ
３１によって実装されるとともに、電源供給回路５０が実装されている。
【００１５】
　パッケージ基板３０は、ＣＰＵ４０が搭載され、インターポーザとして機能する。パッ
ケージ基板３０は、例えば、ビルドアップ基板等の配線基板であり、例えば、複数の配線
層と複数の絶縁層を積層して作製される。
【００１６】
　ＣＰＵ４０は、配線基板ユニット１０が搭載される電子機器の演算処理を行う演算処理
装置である。ＣＰＵ４０には、電源供給回路５０から出力される電力がマザーボード２０
及びパッケージ基板３０を介して供給される。
【００１７】
　電源供給回路５０は、図示しないバッテリや外部電源から供給される電力を降圧してＣ
ＰＵ４０の駆動電圧を生成し、ＣＰＵ４０に電力を供給する回路である。電源供給回路５
０は、スイッチング素子ＳＷ、コイルＬ、キャパシタＣ、ＩＣ（Integrated Circuit：集
積回路）等の電子部品を含む。スイッチング素子ＳＷ、コイルＬ、キャパシタＣは、降圧
回路を構築し、コントローラとして機能するＩＣによってスイッチング素子ＳＷが駆動さ
れ、コイルＬ及びキャパシタＣで整流した電力を出力する。
【００１８】
　このような配線基板ユニット１０において、電源供給回路５０のコイルＬは、ある程度
のインダクタンスが必要であり、また、インダクタンスを稼ぐために通常は磁性体によっ
て被覆されているため、比較的サイズが大きい。特に、汎用の電子部品として市販されて
いるコイルを電源供給回路５０のコイルＬとして用いる場合は、コイルＬがある程度の高
さを有することから、電源供給回路５０をパッケージ基板３０に実装することはできず、
電源供給回路５０は、パッケージ基板３０の外に配置されている。
【００１９】
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　このように、電源供給回路５０がパッケージ基板３０の外に配置されていると、電源供
給回路５０から出力される電力は、マザーボード２０及びパッケージ基板３０を経てＣＰ
Ｕ４０に供給されることになる。
【００２０】
　このため、ＣＰＵ４０と電源供給回路５０との間の電源供給路（マザーボード２０及び
パッケージ基板３０）のインピーダンスが高くなり、電源供給の効率が低下するという問
題が生じる。
【００２１】
　また、電源供給路のインピーダンスを低くするためには、電源用のプレーン、及び、グ
ランド用のプレーンのサイズを大きくする必要があるため、図１のような構成の配線基板
ユニット１０で電源供給の効率を改善するには、マザーボード２０又はパッケージ基板３
０のサイズを大きくする必要がある。このような配線基板の大型化は、電子機器において
は実現が困難であるという問題がある。
【００２２】
　また、電源用のプレーン、及び、グランド用のプレーンのサイズを大きくすると、マザ
ーボード２０及びパッケージ基板３０の内部において、Ｉ／Ｏ配線等の配線との関係で各
プレーンの配置上の制約が生じるという問題がある。
【００２３】
　これらの問題は、特に、マザーボード２０よりもサイズの小さいパッケージ基板３０に
おいて、より顕著である。
【００２４】
　ここで、例えば、特許文献１のプリント基板と同様に、マザーボード２０又はパッケー
ジ基板３０の配線を用いてコイルを構築することが考えられる。しかしながら、インダク
タンスを稼ぐためには磁性体をコイルのそばに配置する必要がある。
【００２５】
　ここで、比較例のような一般的な配線基板によるマザーボード２０又はパッケージ基板
３０では、その製造工程上、磁性体を組み込むことはできない。このため、比較例のマザ
ーボード２０又はパッケージ基板３０に電源供給回路５０用のコイルを形成することは困
難である。
【００２６】
　また、磁性体をマザーボード２０又はパッケージ基板３０に配置せずに、マザーボード
２０又はパッケージ基板３０の配線を用いてコイルを構築する場合には、インダクタンス
を稼ぐためにコイルを大きくする必要がある。このため、マザーボード２０又はパッケー
ジ基板３０が大型化するという問題が生じる。
【００２７】
　また、電源用のプレーン、又は、グランド用のプレーンのサイズを大きくすることによ
って寄生容量が大きくなる場合、又は、電源供給回路５０の寄生容量が大きい場合には、
寄生容量を打ち消すためのキャパシタを設けることが必要になる。このようなキャパシタ
を設ける場合には、他の配線との関係でキャパシタの配置上の制約が生じるため、マザー
ボード２０又はパッケージ基板３０が大型化するという問題が生じる。
【００２８】
　以上のように比較例の配線基板ユニット１０は、電源供給回路５０のコイルＬを小型化
できないことにより、電源供給の効率が低下、配線基板の大型化、各電子部品や電源用プ
レーン、グランド用プレーンの配置上の制約等の様々な問題が生じていた。
【００２９】
　従って、以下では、これらの問題を解決した配線基板、及び、配線基板の製造方法を提
供することを目的とする。
【００３０】
　＜実施の形態１＞
　図２（Ａ）～（Ｄ）は、実施の形態１の配線基板１００を示す図である。
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【００３１】
　図２（Ａ）は、実施の形態１の配線基板１００の断面を示す図である。図２（Ａ）に示
すように、実施の形態１の配線基板１００は、コア基板１１０、配線層１２０（１２０Ａ
、１２０Ｂ、１２０Ｃ）、絶縁層１３０、絶縁層１４０、コイル１５０、配線１６０Ａ、
１６０Ｂ、配線層１７０（１７０Ａ、１７０Ｂ、１７０Ｃ）、絶縁層１８０、及び絶縁層
１９０を含む。また、実施の形態１の配線基板１００は、さらに、スルーホール４００Ａ
、４００Ｂ、ビア４０１Ａ、４０１Ｂ、４０２Ａ、４０２Ｂ、配線層４０３Ａ、４０３Ｂ
、４０４Ａ、４０４Ｂ、４０５、４０６を含む。
【００３２】
　図２（Ａ）には、コア基板１１０の上側に配線層１２０、絶縁層１３０、絶縁層１４０
、コイル１５０、及び配線１６０Ａ、１６０Ｂが配設され、コア基板１１０の下側に配線
層１７０、絶縁層１８０、及び絶縁層１９０が配設される状態を示す。しかしながら、上
下関係は説明の便宜上の位置関係に過ぎず、配線基板１００は天地逆の状態で用いること
ができ、又は任意の角度で配置することができる。
【００３３】
　同様に、以下では図面中において上側にある面を上面、下側にある面を下面と称すが、
上面と下面は説明の便宜上の名称であり、普遍的に上面、下面になるものではない。図２
に示す配線基板１００を天地逆にすれば、上面が下面になり、下面が上面になる。
【００３４】
　図２（Ｂ）は、実施の形態１の配線基板１００のコイル１５０に含まれる磁性体層１５
５の平面形状を示す図である。図２（Ｃ）は、実施の形態１の配線基板１００のコイル１
５０に含まれるコイル部１５３及びレジスト層１５４の平面形状を示す図である。図２（
Ｄ）は、実施の形態１の配線基板１００のコイル１５０に含まれる磁性体層１５１の平面
形状を示す図である。
【００３５】
　図２（Ａ）に示すように、コア基板１１０は、例えば、ガラス布基材をエポキシ樹脂に
含浸させた基材の両面に配線層１２０、１７０を形成したものである。コア基板１１０に
は、スルーホール４００Ａ、４００Ｂが形成されている。スルーホール４００Ａ、４００
Ｂは、コア基板１１０に形成した貫通孔の内壁に、例えばめっき処理によって銅めっき膜
を形成したり、貫通孔内に銅めっきを充填して作製される。
【００３６】
　スルーホール４００Ａの上下端には、それぞれ、配線層１２０Ａ、１７０Ａが接続され
る。また、スルーホール４００Ｂの上下端には、それぞれ、配線層１２０Ｂ、１７０Ｂが
接続される。
【００３７】
　配線層１２０は、コア基板１１０の上面に配設される。配線層１２０は、平面視で所定
のパターンの配線が形成されている。ここでは、配線層１２０は、コア基板１１０の上面
に形成されているものとして説明する。
【００３８】
　配線層１２０は、配線層１２０Ａ、１２０Ｂ、１２０Ｃに分かれている。配線層１２０
Ａ、１２０Ｂ、１２０Ｃは、例えば、コア基板１１０の上面に設けた銅箔をパターニング
することによって形成される。
【００３９】
　配線層１２０Ａは、下面がスルーホール４００Ａに接続され、上面がビア４０１Ａに接
続されている。配線層１２０Ｂは、下面がスルーホール４００Ｂに接続され、上面がビア
４０１Ｂに接続されている。なお、以下では、配線層１２０Ａ、１２０Ｂ、１２０Ｃを特
に区別しない場合は、配線層１２０と称す。
【００４０】
　絶縁層１３０は、配線層１２０の上面に配設される絶縁層であり、第１絶縁層の一例で
ある。絶縁層１３０は、コイル１５０を形成する際の土台となる絶縁層である。
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【００４１】
　絶縁層１３０は、例えば、エポキシ樹脂又はポリイミド樹脂で形成されたフィルム状の
絶縁層であり、ビルドアップ基板に含まれる絶縁層の一例である。
【００４２】
　絶縁層１４０は、絶縁層１３０及びコイル１５０の上面に、絶縁膜１５２を介して配設
される絶縁層であり、第２絶縁層の一例である。絶縁層１４０は、例えば、エポキシ樹脂
又はポリイミド樹脂で形成されたフィルム状の絶縁層であり、ビルドアップ基板に含まれ
る絶縁層の一例である。
【００４３】
　コイル１５０は、絶縁層１３０の上面において、絶縁層１４０の内部に形成される。コ
イル１５０は、磁性体層１５１、絶縁膜１５２、コイル部１５３、絶縁樹脂１５４、及び
磁性体層１５５を含む。コイル１５０は、平面コイルであり、コイル部１５３の一端１５
３Ａ及び他端１５３Ｂは、それぞれ、ビア１５６Ａ、１５６Ｂを介して、配線１６０Ａ、
１６０Ｂに接続されている。ビア１５６Ａ及び１５６Ｂは、それぞれ、絶縁膜１５２に開
口される開口部を挿通して、コイル部１５３の一端１５３Ａ及び他端１５３Ｂに接続され
ている。
【００４４】
　磁性体層１５１は、図２（Ａ）に示すように絶縁層１３０の上面に形成されている。磁
性体層１５１は、平面視では、図２（Ｄ）に示すように矩形状にパターニングされている
。磁性体１５１は、上側に形成されるコイル部１５３（図２（Ｃ）参照）よりも平面視で
大きく、かつ、平面視でコイル１５３を内包するように配置される。
【００４５】
　磁性体層１５１は、例えば、亜鉛とフェライトの合金（Ｚｎ－Ｆｅ）で出来ており、亜
鉛とフェライトの合金めっき膜で形成される。磁性体層１５１は、第１磁性体層の一例で
ある。めっき処理によって形成されるフェライトの合金（Ｚｎ－Ｆｅ）は、比較的高抵抗
（１００Ω程度）であるため、コイル部１５３を形成するのに適している。なお、磁性体
層１５１の厚さは、例えば、５μｍ～１０μｍにすればよい。
【００４６】
　絶縁膜１５２は、図２（Ａ）に示すように、絶縁層１３０と１４０の間、磁性体層１５
１の上面、コイル部１５３の一部の上面、及び磁性体層１５５の上面に形成されている。
絶縁膜１５２は、絶縁膜の一例である。絶縁膜１５２が形成される部位の詳細については
、製造工程とともに説明する。絶縁膜１５２は、例えば、ポリイミド等の樹脂膜で形成さ
れる。また、絶縁膜１５２の厚さは、例えば、３μｍ～１０μｍである。
【００４７】
　コイル部１５３は、図２（Ａ）に示すように、磁性体層１５１の上面に形成される絶縁
膜１５２の上に形成されている。コイル部１５３は、図２（Ｃ）に示すように、平面視で
矩形渦状に巻回された平面状のコイル（平面コイル）であり、一端１５３Ａ及び他端１５
３Ｂを有する。また、コイル部１５３は、スパイラル型のコイルと称すこともできる。
【００４８】
　コイル部１５３は、例えば、銅製であり、めっき処理によって形成される。コイル部１
５３の厚さは、例えば、１０μｍ～２０μｍに設定すればよい。
【００４９】
　コイル部１５３は、一端１５３Ａから時計回りに矩形状に２回巻回されて他端１５３Ｂ
に至っている。ここでは、巻数が２．５巻のコイル部１５３を示すが、コイル部１５３の
巻数は、用途によって必要になるインダクタンスに合わせて決定すればよい。コイル部１
５３の巻数は、例えば、１００巻程度であってもよく、さらに多くてもよい。
【００５０】
　なお、コイル部１５３の一端１５３Ａは、ビア１５６Ａによって配線１６０Ａに接続さ
れ、他端１５３Ｂは、ビア１５６Ｂによって配線１６０Ｂに接続されている。
【００５１】
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　また、コイル部１５３には、図２（Ｃ）に示すように、一端１５３Ａの周囲と、他端１
５３Ｂの周囲の一部とを除いて、絶縁樹脂１５４（ドットで示す部分）が形成されている
。コイル部１５３の巻線同士の間に磁性体層１５１又は１５５が入り込むと、コイル１５
０のインダクタンスが低下してしまう。このような不具合が生じることを抑制するため、
コイル部１５３の巻線同士の間に絶縁樹脂１５４を形成する。
【００５２】
　なお、このようにコイル部１５３が平面状に巻回されているため、コイル１５０は平面
コイルである。
【００５３】
　絶縁樹脂１５４は、図２（Ａ）に示すように、コイル部１５３の隙間の一部に形成され
ている。絶縁樹脂１５４は、絶縁部の一例である。絶縁樹脂１５４が形成される領域は、
図２（Ｃ）にドットで示すように、コイル部１５３の内側で、一端１５３Ａの周囲と、他
端１５３Ｂの周囲の一部とを除いた領域である。絶縁樹脂１５４は、例えば、感光性エポ
キシ樹脂を用いることができる。
【００５４】
　磁性体層１５５は、図２（Ａ）に示すように、コイル部１５３の一端１５３Ａ及び他端
１５３Ｂ以外の上面と、コイル部１５３の側面の一部と、ポリイミド膜１５１の上面の一
部とを覆うように形成されている。
【００５５】
　磁性体層１５５は、例えば、亜鉛とフェライトの合金（Ｚｎ－Ｆｅ）で出来ており、亜
鉛とフェライトの合金めっき膜で形成される。磁性体層１５５は、第２磁性体層の一例で
ある。
【００５６】
　磁性体層１５５は、平面視では、図２（Ｂ）に示すように、中央に開口部１５５Ａを有
する。開口部１５５Ａは、図２（Ａ）に示すように、コイル部１５３の一端１５３Ａの上
部に位置するように形成されている。すなわち、開口部１５５Ａは、コイル部１５３の一
端１５３Ａを磁性体層１５５が避けるために形成されている。磁性体層１５５は、図中の
横方向の長さは磁性体層１５１（図２（Ｄ）参照）よりも短くされており、コイル部１５
３の他端１５３Ｂは、平面視では、磁性体層１５５に覆われていない。なお、磁性体層１
５５の厚さは、例えば、５μｍ～１０μｍにすればよい。また、磁性体層１５１の下面か
ら磁性体層１５５の上面までの厚さは、コイル部１５３の厚さを含めて、例えば、４０μ
ｍ～６０μｍに設定すればよい。
【００５７】
　ビア１５６Ａ及び１５６Ｂは、それぞれ、コイル部１５３の一端１５３Ａ及び他端１５
３Ｂと配線１６０Ａ及び１６０Ｂを接続する。ビア１５６Ａは、第１ビアの一例であり、
ビア１５６Ｂは、第２ビアの一例である。
【００５８】
　配線１６０Ａ、１６０Ｂは、絶縁層１４０の上面に形成されており、それぞれ、ビア１
５６Ａ、１５６Ｂを介して、コイル部１５３の一端１５３Ａ、他端１５３Ｂに接続されて
いる。配線１６０Ａは、第１配線部の一例であり、配線１６０Ｂは、第２配線部の一例で
ある。
【００５９】
　配線層１７０は、コア基板１１０の下面に配設される。配線層１７０は、平面視で所定
のパターンの配線が形成されていてもよい。ここでは、配線層１７０は、コア基板１１０
の下面に形成されているものとして説明する。
【００６０】
　配線層１７０は、配線層１７０Ａ、１７０Ｂ、１７０Ｃに分かれている。配線層１７０
Ａ、１７０Ｂ、１７０Ｃは、例えば、コア基板１１０の下面に設けた銅箔をパターニング
することによって形成される。
【００６１】
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　配線層１７０Ａは、上面がスルーホール４００Ａに接続され、下面がビア４０２Ａに接
続されている。配線層１７０Ｂは、上面がスルーホール４００Ｂに接続され、下面がビア
４０２Ｂに接続されている。なお、以下では、配線層１７０Ａ、１７０Ｂ、１７０Ｃを特
に区別しない場合は、配線層１７０と称す。
【００６２】
　絶縁層１８０は、配線層１７０の下面に配設される絶縁層である。絶縁層１８０は、絶
縁層１３０と同一の厚さを有している。絶縁層１８０は、例えば、エポキシ樹脂又はポリ
イミド樹脂で形成されたフィルム状の絶縁層であり、ビルドアップ基板に含まれる絶縁層
の一例である。
【００６３】
　絶縁層１９０は、絶縁層１８０の下面に形成される絶縁層である。絶縁層１９０は、例
えば、エポキシ樹脂又はポリイミド樹脂で形成されたフィルム状の絶縁層であり、ビルド
アップ基板に含まれる絶縁層の一例である。
【００６４】
　スルーホール４００Ａは、上端が配線層１２０Ａに接続され、下端が配線層１７０Ａに
接続される。スルーホール４００Ｂは、上端が配線層１２０Ｂに接続され、下端が配線層
１７０Ｂに接続される。
【００６５】
　ビア４０１Ａは、絶縁層１４０の表面から配線層１２０Ａの表面に達するまで、絶縁層
１３０、１４０、及び絶縁膜１５２を貫通する孔部の中に形成される。ビア４０１Ａは、
例えば、セミアディティブ法によって銅めっきを孔部内に充填することによって形成され
る。ビア４０１Ａは、配線層４０３Ａと一体的に形成される。すなわち、ビア４０１Ａの
下端は配線層１２０Ａに接続され、上端は配線層４０３Ａに接続される。
【００６６】
　ビア４０１Ｂは、絶縁層１４０の表面から配線層１２０Ｂの表面に達するまで、絶縁層
１３０、１４０、及び絶縁膜１５２を貫通する孔部の中に形成される。ビア４０１Ｂは、
例えば、セミアディティブ法によって銅めっきを孔部内に充填することによって形成され
る。ビア４０１Ｂは、配線層４０３Ｂと一体的に形成される。すなわち、ビア４０１Ｂの
下端は配線層１２０Ｂに接続され、上端は配線層４０３Ｂに接続される。配線４０３Ａ、
４０３Ｂは、絶縁層１４０の上面に形成される。
【００６７】
　ビア４０２Ａは、絶縁層１９０の表面（下面）から配線層１７０Ａの表面（下面）に達
するまで、絶縁層１８０及び１９０を貫通する孔部の中に形成される。ビア４０２Ａは、
例えば、セミアディティブ法によって銅めっきを孔部内に充填することによって形成され
る。ビア４０２Ａは、配線層４０４Ａと一体的に形成される。すなわち、ビア４０２Ａの
上端は配線層１７０Ａに接続され、下端は配線層４０４Ａに接続される。
【００６８】
　ビア４０２Ｂは、絶縁層１９０の表面（下面）から配線層１７０Ｂの表面（下面）に達
するまで、絶縁層１８０及び１９０を貫通する孔部の中に形成される。ビア４０２Ｂは、
例えば、セミアディティブ法によって銅めっきを孔部内に充填することによって形成され
る。ビア４０２Ｂは、配線層４０４Ｂと一体的に形成される。すなわち、ビア４０２Ｂの
上端は配線層１７０Ｂに接続され、下端は配線層４０４Ｂに接続される。配線４０４Ａ、
４０４Ｂは、絶縁層１９０の下面に形成される。
【００６９】
　配線４０５、４０６は、絶縁層１９０の下面において、配線層４０４Ａと配線層４０４
Ｂとの間に形成されている。配線４０５、４０６は、例えば、セミアディティブ法で形成
される。
【００７０】
　このような実施の形態１の配線基板１００は、めっき処理によって形成される磁性体層
１５１、コイル部１５３、及び磁性体層１５５を有するコイル１５０を含む。
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【００７１】
　コイル１５０の磁性体層１５１、コイル部１５３、及び磁性体層１５５は、めっき処理
で形成できるため、配線基板１００の内部に容易に形成することができる。
【００７２】
　また、コイル部１５３は、一端１５３Ａ及び他端１５３Ｂ以外の部分が磁性体層１５１
及び１５５によって覆われている。磁性体層１５１及び１５５は、コイル部１５３の上面
、下面、及び一部の側面を覆っている。
【００７３】
　このため、コイル部１５３のインダクタンスを向上させることができ、磁性体層１５１
及び１５５を形成しない場合に比べて、コイル部１５３を小型化することができる。
【００７４】
　図３（Ａ）～（Ｃ）は、実施の形態１の配線基板１００を適用した配線基板ユニット２
００Ａ、２００Ｂ、２００Ｃを示す図である。なお、図３（Ａ）～（Ｃ）において、比較
例の配線基板ユニット１０（図１参照）と同様の構成要素には同一符号を付し、その説明
を省略する。
【００７５】
　図３（Ａ）に示す配線基板ユニット２００Ａは、マザーボード２０、パッケージ基板２
３０Ａ、ＣＰＵ２４０Ａ、及び電源供給回路２５０を含む。
【００７６】
　配線基板ユニット２００Ａは、例えば、携帯電話端末機、スマートフォン端末機、ゲー
ム機等の電子機器に用いられる。
【００７７】
　マザーボード２０には、ＣＰＵ２４０Ａが搭載されたパッケージ基板２３０ＡがＢＧＡ
（Ball Grid Array）のはんだ３１によって実装されるとともに、電源供給回路２５０が
実装されている。
【００７８】
　パッケージ基板２３０Ａは、ＣＰＵ２４０Ａが搭載され、インターポーザとして機能す
る。パッケージ基板２３０Ａは、例えば、ビルドアップ基板等の配線基板であり、例えば
、複数の配線層と複数の絶縁層を積層して作製される。
【００７９】
　パッケージ基板２３０Ａは、図２（Ａ）に示す配線基板１００をパッケージ基板として
用いたものであり、コイル１５０を含む。コイル１５０は、ＣＰＵ２４０Ａに内蔵される
ＩＣ及びスイッチング素子ＳＷと、パッケージ基板２３０Ａに実装されるキャパシタＣと
電気的に接続され、電源供給回路２６０Ａを構築する。
【００８０】
　ＣＰＵ２４０Ａは、配線基板ユニット２００Ａが搭載される電子機器の演算処理を行う
演算処理装置である。ＣＰＵ２４０Ａは、電源供給回路２６０Ａを構築するためのスイッ
チング素子ＳＷとＩＣを含む。このＩＣは、電源供給回路のコントローラとして機能し、
スイッチング素子を駆動する。
【００８１】
　ＣＰＵ２４０Ａには、パッケージ基板２３０Ａに内蔵されるコイル１５０と、ＣＰＵ２
４０Ａに内蔵されるＩＣ及びスイッチング素子ＳＷと、パッケージ基板２３０Ａに実装さ
れるキャパシタＣとによって構築される電源供給回路２６０Ａから電力が供給される。キ
ャパシタＣは、チップ部品としてのキャパシタを用いればよい。
【００８２】
　電源供給回路２５０は、図示しないバッテリや外部電源から供給される電力を降圧し、
パッケージ基板２３０Ａに内蔵されるコイル１５０と、ＣＰＵ２４０Ａに内蔵されるＩＣ
及びスイッチング素子ＳＷと、パッケージ基板２３０Ａに実装されるキャパシタＣとによ
って構築される電源供給回路２６０Ａに電力を供給する。
【００８３】
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　電源供給回路２５０は、スイッチング素子ＳＷ、コイルＬ、キャパシタＣ、ＩＣを含む
。スイッチング素子ＳＷ、コイルＬ、キャパシタＣは、降圧回路を構築し、コントローラ
として機能するＩＣによってスイッチング素子ＳＷが駆動され、コイルＬ及びキャパシタ
Ｃで整流した電力を出力する。
【００８４】
　このような配線基板ユニット２００Ａでは、電源供給回路２５０が図示しない電源から
供給される電圧を降圧して電源供給回路２６０Ａに供給し、電源供給回路２６０Ａがさら
に電圧を降圧してＣＰＵ２４０Ａに供給する。
【００８５】
　電源供給回路２６０Ａは、一部（ＩＣ、スイッチング素子ＳＷ）がＣＰＵ２４０Ａに含
まれており、キャパシタＣはパッケージ基板２３０Ａに実装され、コイル１５０はパッケ
ージ基板２３０Ａに含まれている。すなわち、電源供給回路２６０Ａは、電源供給回路２
５０よりもＣＰＵ２４０Ａに断然近い場所に位置している。
【００８６】
　このため、例えば、バッテリ等の電源から電源供給回路２５０に電圧値５Ｖの電力が供
給され、電源供給回路２５０で３Ｖに降圧した電力が電源供給回路２６０Ａに供給される
とする。そして、電源供給回路２６０Ａで電圧値が３Ｖの電力を１Ｖに降圧してＣＰＵ２
４０Ａの図示しないコア等に供給するとする。
【００８７】
　このように、５Ｖの電源電圧を１Ｖに降圧してＣＰＵ２４０Ａに供給する場合、３Ｖか
ら１Ｖへの変換は、ＣＰＵ２４０Ａのコアの直近にある電源供給回路２６０Ａによって行
われる。
【００８８】
　このため、実施の形態１の配線基板ユニット２００Ａは、例えば、比較例の配線基板ユ
ニット１０（図１参照）において、電源供給回路５０で５Ｖの電源電圧を１Ｖに降圧して
ＣＰＵ４０に供給する場合に比べて、電源供給の効率を改善することができる。
【００８９】
　このように電源供給の効率を改善できるのは、パッケージ基板２３０Ａとして用いる実
施の形態１の配線基板１００（図２（Ａ）参照）が、小型でインダクタンスの高いコイル
１５０を含んでいるからである。
【００９０】
　コイル１５０は、めっき処理で形成できる磁性体層１５１及び１５５と、めっき処理で
形成されるコイル部１５３とを含むため、配線基板１００（パッケージ基板２３０Ａ）の
内部の小さなスペースに形成できる。また、電源供給回路２６０Ａに求められる高いイン
ダクタンスを実現できる。
【００９１】
　このため、実施の形態１の配線基板ユニット２００Ａは、比較例の配線基板ユニット１
０（図１参照）に比べて、電源供給の効率を改善することができる。
【００９２】
　また、コイル１５０のコイル部１５３は、その外周の殆どの部分（一端１５３Ａと他端
１５３Ｂを除いた部分）が磁性体層１５１及び１５５によって覆われている。このため、
スイッチング素子ＳＷのスイッチングによってコイルから生じるノイズは磁性体層１５１
及び１５５を殆ど透過しない。このため、コイル１５０からＣＰＵ２４０Ａ等にノイズが
伝達されることを抑制することができる。
【００９３】
　例えば従来のプリント基板のように、コイルが磁性体によって覆われていないプリント
基板を図３（Ａ）に示すパッケージ基板２３０Ａとして用いると、スイッチングに伴うノ
イズがコイルから放射されるため、ＣＰＵ２４０Ａの動作に悪影響が生じる虞がある。
【００９４】
　これに対して、実施の形態１の配線基板ユニット２００Ａは、ＣＰＵ２４０Ａの動作に
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悪影響が生じることを抑制できる。このようにノイズの影響を抑制できることにより、Ｅ
ＭＳ（Electro Magnetic Susceptance）又はＥＭＩ（Electro Magnetic Interference）
等のノイズ耐性に優れた配線基板ユニット２００Ａを提供することができる。
【００９５】
　また、電源供給回路２６０Ａは、出力電圧が１Ｖという低電圧電源であるため、ＣＰＵ
２４０Ａの内部にコントローラとして機能するＩＣと、スイッチング素子ＳＷとを搭載す
ることが可能になり、電源回路の高効率化が図られ、ＰＯＬ（Point Of Load）を実現す
ることができる。
【００９６】
　図３（Ｂ）は、他の形態の配線基板ユニット２００Ｂを示す図である。
【００９７】
　配線基板ユニット２００Ｂは、マザーボード２０、パッケージ基板２３０Ｂ、及びＣＰ
Ｕ２４０Ｂを含む。
【００９８】
　配線基板ユニット２００Ｂは、例えば、携帯電話端末機、スマートフォン端末機、ゲー
ム機等の電子機器に用いられる。
【００９９】
　マザーボード２０には、ＣＰＵ２４０Ｂが搭載されたパッケージ基板２３０ＢがＢＧＡ
（Ball Grid Array）のはんだ３１によって実装されている。
【０１００】
　パッケージ基板２３０Ｂは、ＣＰＵ２４０Ｂが搭載され、インターポーザとして機能す
る。パッケージ基板２３０Ｂは、例えば、ビルドアップ基板等の配線基板であり、例えば
、複数の配線層と複数の絶縁層を積層して作製される。
【０１０１】
　パッケージ基板２３０Ｂは、図２（Ａ）に示す配線基板１００をパッケージ基板として
用いたものであり、コイル１５０を含む。コイル１５０は、ＣＰＵ２４０Ｂに内蔵される
ＩＣ及びスイッチング素子ＳＷと、パッケージ基板２３０Ｂに実装されるキャパシタＣと
電気的に接続され、電源供給回路２６０Ｂを構築する。
【０１０２】
　ＣＰＵ２４０Ｂは、配線基板ユニット２００Ｂが搭載される電子機器の演算処理を行う
演算処理装置である。ＣＰＵ２４０Ｂは、電源供給回路２６０Ｂを構築するためのスイッ
チング素子ＳＷとＩＣを含む。このＩＣは、電源供給回路のコントローラとして機能し、
スイッチング素子を駆動する。
【０１０３】
　ＣＰＵ２４０Ｂのコア等には、パッケージ基板２３０Ｂに内蔵されるコイル１５０と、
ＣＰＵ２４０Ｂに内蔵されるＩＣ及びスイッチング素子ＳＷと、パッケージ基板２３０Ｂ
に実装されるキャパシタＣとによって構築される電源供給回路２６０Ｂから電力が供給さ
れる。
【０１０４】
　このような配線基板ユニット２００Ｂでは、電源供給回路２６０Ｂが図示しない電源か
ら供給される電圧を降圧してＣＰＵ２４０Ｂのコア等に供給する。
【０１０５】
　電源供給回路２６０Ｂは、一部（ＩＣ、スイッチング素子ＳＷ）がＣＰＵ２４０Ｂに含
まれており、キャパシタＣはパッケージ基板２３０Ｂに実装され、コイル１５０はパッケ
ージ基板２３０Ｂに含まれている。すなわち、電源供給回路２６０Ｂは、比較例の配線基
板ユニット１０の電源供給回路５０（図１参照）よりもＣＰＵ２４０Ｂに断然近い場所に
位置している。
【０１０６】
　このため、例えば、バッテリ等の電源から電源供給回路２６０Ｂに電圧値５Ｖの電力が
直接的に供給され、電源供給回路２６０Ｂで１Ｖに降圧した電力がＣＰＵ２４０Ｂの図示
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しないコア等に供給される。
【０１０７】
　このように、図３（Ｂ）に示す配線基板ユニット２００Ｂでは、５Ｖの電源電圧は、Ｃ
ＰＵ２４０Ｂのコアの直近にある電源供給回路２６０Ｂによって１Ｖに降圧される。
【０１０８】
　このため、実施の形態１の配線基板ユニット２００Ｂは、例えば、比較例の配線基板ユ
ニット１０（図１参照）において、電源供給回路５０で５Ｖの電源電圧を１Ｖに降圧して
ＣＰＵ４０に供給する場合に比べて、電源供給の効率を改善することができる。
【０１０９】
　また、図３（Ａ）に示す配線基板ユニット２００Ａよりもさらに、電源供給の効率を改
善することができる。
【０１１０】
　このように電源供給の効率を改善できるのは、パッケージ基板２３０Ｂとして用いる実
施の形態１の配線基板１００（図２（Ａ）参照）が、小型でインダクタンスの高いコイル
１５０を含んでいるからである。コイル１５０は、電源供給回路２６０Ｂに求められる高
いインダクタンスを実現できる。
【０１１１】
　このため、実施の形態１の配線基板ユニット２００Ｂは、比較例の配線基板ユニット１
０（図１参照）に比べて、電源供給の効率を改善することができる。
【０１１２】
　また、図３（Ｂ）に示す配線基板ユニット２００Ｂは、図３（Ａ）に示す配線基板ユニ
ット２００Ａと同様に、コイル１５０からＣＰＵ２４０Ｂ等にノイズが伝達されることを
抑制することができる。
【０１１３】
　図３（Ｃ）は、他の形態の配線基板ユニット２００Ｃを示す図である。
【０１１４】
　配線基板ユニット２００Ｃは、マザーボード２２０、パッケージ基板２３０Ｃ、及びＣ
ＰＵ２４０Ｃを含む。
【０１１５】
　配線基板ユニット２００Ｃは、例えば、携帯電話端末機、スマートフォン端末機、ゲー
ム機等の電子機器に用いられる。
【０１１６】
　マザーボード２２０には、ＣＰＵ２４０Ｃが搭載されたパッケージ基板２３０ＣがＢＧ
Ａ（Ball Grid Array）のはんだ３１によって実装されている。マザーボード２２０は、
例えば、ＦＲ－４規格の配線基板やビルドアップ基板等の配線基板であり、例えば、複数
の配線層と複数の絶縁層を積層して作製される。
【０１１７】
　マザーボード２２０は、図２（Ａ）に示す配線基板１００をマザーボードとして用いた
ものであり、コイル１５０を含む。コイル１５０は、ＣＰＵ２４０Ｃに内蔵されるＩＣ及
びスイッチング素子ＳＷと、パッケージ基板２３０Ｃに実装されるキャパシタＣと電気的
に接続され、電源供給回路２６０Ｃを構築する。
【０１１８】
　パッケージ基板２３０Ｃは、ＣＰＵ２４０Ｃが搭載され、インターポーザとして機能す
る。パッケージ基板２３０Ｃは、例えば、ビルドアップ基板等の配線基板であり、例えば
、複数の配線層と複数の絶縁層を積層して作製される。
【０１１９】
　パッケージ基板２３０Ｃは、比較例のパッケージ基板３０と同様のものを用いることが
できる。すなわち、パッケージ基板２３０Ｃは、コイル１５０を含まなくてよい。ただし
、パッケージ基板２３０Ｃは、コイル１５０を含んでもよい。この場合は、マザーボード
２２０に含まれるコイル１５０と、パッケージ基板２３０Ｃに含まれるコイル１５０と、
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ＣＰＵ２４０Ｃに内蔵されるＩＣ及びスイッチング素子ＳＷと、パッケージ基板２３０Ｃ
に実装されるキャパシタＣとで、電源供給回路２６０Ｃを構築すればよい。
【０１２０】
　ＣＰＵ２４０Ｃは、配線基板ユニット２００Ｃが搭載される電子機器の演算処理を行う
演算処理装置である。ＣＰＵ２４０Ｃは、電源供給回路２６０Ｃを構築するためのスイッ
チング素子ＳＷとＩＣを含む。このＩＣは、電源供給回路のコントローラとして機能し、
スイッチング素子を駆動する。
【０１２１】
　ＣＰＵ２４０Ｃのコア等には、マザーボード２２０に内蔵されるコイル１５０と、ＣＰ
Ｕ２４０Ｃに内蔵されるＩＣ及びスイッチング素子ＳＷと、パッケージ基板２３０Ｃに実
装されるキャパシタＣとによって構築される電源供給回路２６０Ｃから電力が供給される
。
【０１２２】
　このような配線基板ユニット２００Ｃでは、電源供給回路２６０Ｃが図示しない電源か
ら供給される電圧を降圧してＣＰＵ２４０Ｃのコア等に供給する。
【０１２３】
　電源供給回路２６０Ｃは、一部（ＩＣ、スイッチング素子ＳＷ）がＣＰＵ２４０Ｃに含
まれており、キャパシタＣはパッケージ基板２３０Ｃに実装され、コイル１５０はマザー
ボード２２０に含まれている。すなわち、電源供給回路２６０Ｃは、比較例の配線基板ユ
ニット１０の電源供給回路５０（図１参照）よりもＣＰＵ２４０Ｃに断然近い場所に位置
している。
【０１２４】
　このため、例えば、バッテリ等の電源から電源供給回路２６０Ｃに電圧値５Ｖの電力が
直接的に供給され、電源供給回路２６０Ｃで１Ｖに降圧した電力がＣＰＵ２４０Ｃの図示
しないコア等に供給される。
【０１２５】
　このように、図３（Ｂ）に示す配線基板ユニット２００Ｃでは、５Ｖの電源電圧は、Ｃ
ＰＵ２４０Ｃのコアの直近にある電源供給回路２６０Ｃによって１Ｖに降圧される。
【０１２６】
　このため、実施の形態１の配線基板ユニット２００Ｃは、例えば、比較例の配線基板ユ
ニット１０（図１参照）において、電源供給回路５０で５Ｖの電源電圧を１Ｖに降圧して
ＣＰＵ４０に供給する場合に比べて、電源供給の効率を改善することができる。
【０１２７】
　また、図３（Ａ）に示す配線基板ユニット２００Ａよりもさらに、電源供給の効率を改
善することができる。
【０１２８】
　このように電源供給の効率を改善できるのは、マザーボード２２０として用いる実施の
形態１の配線基板１００（図２（Ａ）参照）が、小型でインダクタンスの高いコイル１５
０を含んでいるからである。コイル１５０は、電源供給回路２６０Ｃに求められる高いイ
ンダクタンスを実現できる。
【０１２９】
　このため、実施の形態１の配線基板ユニット２００Ｃは、比較例の配線基板ユニット１
０（図１参照）に比べて、電源供給の効率を改善することができる。
【０１３０】
　また、図３（Ｂ）に示す配線基板ユニット２００Ｃは、図３（Ａ）に示す配線基板ユニ
ット２００Ａと同様に、コイル１５０からＣＰＵ２４０Ｃ等にノイズが伝達されることを
抑制することができる。
【０１３１】
　次に、図４乃至図７を用いて、実施の形態１の配線基板１００の製造方法について説明
する。
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【０１３２】
　図４乃至図７は、実施の形態１の配線基板１００の製造工程を示す図である。
【０１３３】
　まず、図４（Ａ）に示すように、上面及び下面に配線層１２０及び１７０が形成された
コア基板１１０を用意し、配線層１２０の上面及び１７０の下面に、それぞれ、絶縁層１
３０及び１８０形成する。コア基板１１０には、スルーホール４００Ａ、４００Ｂが予め
形成されている。
【０１３４】
　絶縁層１３０及び１８０は、真空ラミネータで樹脂フィルムを加熱・加圧して積層する
ことで形成する。樹脂フィルムとしては、例えば、エポキシ、又はポリイミド等の樹脂製
のフィルムを用いることができる。
【０１３５】
　次に、図４（Ｂ）に示すように、絶縁層１３０の上面の両端側に、感光性レジスト材料
を用いて、マスク３００を形成する。この工程は、例えば、絶縁層１３０の上に塗布した
感光性レジスト材料をフォトリソグラフィー工程で硬化させることによって行えばよい。
【０１３６】
　次に、図４（Ｃ）に示すように、絶縁層１３０の上面のマスク３００が形成されていな
い部分に、磁性体層１５１を形成する。磁性体層１５１は、例えば、スプレーめっき処理
によって形成することができる。このスプレーめっき処理は、例えば、Ｚｎ－Ｆｅめっき
液を用いて行えばよい。
【０１３７】
　磁性体層１５１は、例えば、膜厚１０μｍ、平面視で０．８５ｍｍ（縦方向：図面を貫
通する方向）×２ｍｍ（横方向：図面における左右の方向）であり、一例として、コイル
１５０のインダクタンスを７ｎＨに設定するためのサイズである。
【０１３８】
　磁性体層１５１として用いるＺｎ－Ｆｅ合金の組成は、例えば、Ｚｎ０．３６－Ｆｅ２

．５４Ｏ４である。磁性体層１５１として、Ｚｎ－Ｆｅ合金の代わりに用いることが出来
るのは、例えば、ニッケル（Ｎｉ）、コバルト（Ｃｏ），ベリリウム（Ｂｅ），マグネシ
ウム（Ｍｇ）、カルシウム（Ｃａ），ストロンチウム（Ｓｒ）、バリウム（Ｂａ）、及び
マンガン（Ｍｎ）等とフェライト（Ｆｅ）との合金である。
【０１３９】
　次に、マスク３００を除去した後に、図４（Ｄ）に示すように、絶縁層１３０及び磁性
体層１５１の上面に、絶縁膜１５２Ａを形成する。絶縁膜１５２Ａは、図２（Ａ）に示す
絶縁膜１５２の一部であり、第１絶縁膜の一例である。絶縁膜１５２Ａは、微少な凹凸を
持たせることにより、磁性体層１５１とコイル部１５３との密着性を向上させるために形
成される。絶縁膜１５２Ａの厚さは、例えば、２～５μｍであればよい。
【０１４０】
　マスク３００の除去は、例えば、剥離液を用いたエッチング処理によって行えばよい。
また、絶縁膜１５２Ａの形成は、例えば、ワニス状のポリイミド系樹脂をスピンコート法
で塗布することによって行えばよい。なお、ポリイミド系樹脂の代わりに、エポキシ系樹
脂を用いてもよい。
【０１４１】
　次に、図５（Ａ）に示すように、絶縁膜１５２Ａの上面に、シード層１５３Ｃを形成す
る。シード層１５３Ｃは、後に上面に電解めっき処理が行われることにより、コイル部１
５３になる種（シード）の部分である。
【０１４２】
　シード層１５３Ｃは、例えば、銅をスパッタリングすることにより形成できる。また、
シード層１５３Ｃは、無電解めっき処理によって銅製の薄膜を形成することによって作製
することができる。なお、シード層１５３Ｃの膜厚は、例えば、０．５μｍ～０．８μｍ
である。
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【０１４３】
　次に、図５（Ｂ）に示すように、感光性レジスト材料を用いて、シード層１５３Ｃの上
面にマスク３０１を形成する。この工程は、例えば、シード層１５３Ｃに塗布した感光性
レジスト材料をフォトリソグラフィー工程で硬化させることによって行えばよい。マスク
３０１は、後に電解めっき処理によってコイル部１５３を形成する際に用いられる。この
ため、マスク３０１は、平面視ではコイル部１５３（図２（Ｃ）参照）を形成できるよう
にパターニングすればよい。
【０１４４】
　次に、図５（Ｃ）に示すように、電解めっき処理により、銅製のコイル部１５３を形成
する。この電解めっき処理は、シード層１５３Ｃに給電しながら行えばよい。コイル部１
５３の膜厚は、例えば、２０μｍに設定すればよい。例えば、最終製品の配線基板１００
として残さない部分(後に除去する部分)にもシード層１５３を形成し、この部分を給電用
のパターンとして用いてもよい。
【０１４５】
　次に、マスク３０１と、コイル部１５３から露出した部分のシード層１５３Ｃ（図５（
Ｃ）参照）を除去し、図５（Ｄ）に示すように、コイル部１５３を露出させる。マスク３
０１は、例えば、剥離液を用いたエッチング処理によって除去すればよい。シード層１５
３Ｃの除去は、例えば、逆スパッタリング法によって行えばよい。
【０１４６】
　なお、この逆スパッタリング法では、図５（Ａ）に示す工程において形成されたシード
層１５３Ｃのうち、コイル部１５３（図５（Ｄ）参照）と絶縁膜１５２Ａとの間に形成さ
れた部分は、コイル部１５３と一体になっているため、除去されずに残存する。
【０１４７】
　このようにして得られるコイル部１５３は、ライン／スペース＝１２０μｍ／２０μｍ
であり、巻数２．５である。
【０１４８】
　なお、シード層１５３Ｃの除去は、逆スパッタリング法の代わりに、ウェットエッチン
グ法によって行ってもよい。
【０１４９】
　次に、図６（Ａ）に示すように、コイル部１５３の巻線の間に絶縁樹脂１５４を形成す
る。絶縁樹脂１５４は、平面視で図２（Ｃ）にドットで示す領域に形成する。例えば、巻
線間を含むコイル部１５３上に感光性樹脂を塗布した後に、フォトリソグラフィー工程で
不要部分の感光性樹脂を除去して形成できる。絶縁樹脂１５４としては、例えば、感光性
エポキシ樹脂を用いることができる。
【０１５０】
　次に、図６（Ｂ）に示すように、マスク３０２を形成する。マスク３０２は、例えば、
レジスト材料を塗布した後に、フォトリソグラフィー工程を行うことによって形成するこ
とができる。マスク３０２としては、例えば、感光性エポキシ樹脂を用いることができる
。
【０１５１】
　マスク３０２は、後に磁性体層１５５を形成する際に用いるため、マスク３０２は、図
２（Ｂ）に平面視で示す磁性体層１５５が得られるようにパターニングされ、開口部１５
５Ａの部分と、図２（Ｂ）において左右両端側に形成される。
【０１５２】
　次に、図６（Ｃ）に示すように、マスク３０２を用いて磁性体層１５５を形成する。磁
性体層１５５は、例えば、Ｚｎ－Ｆｅめっき液を用いたスプレーめっき処理で形成すれば
よい。
【０１５３】
　磁性体層１５５は、例えば、膜厚１０μｍ、平面視で０．８５ｍｍ（縦）×０．８５ｍ
ｍ（横）である。これは、一例として、コイル１５０のインダクタンスを７ｎＨに設定す
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るためのサイズである。
【０１５４】
　磁性体層１５５として用いるＺｎ－Ｆｅ合金の組成は、例えば、Ｚｎ０．３６－Ｆｅ２

．５４Ｏ４である。磁性体層１５５として、Ｚｎ－Ｆｅ合金の代わりに用いることが出来
るのは、例えば、ニッケル（Ｎｉ）、コバルト（Ｃｏ），ベリリウム（Ｂｅ），マグネシ
ウム（Ｍｇ）、カルシウム（Ｃａ），ストロンチウム（Ｓｒ）、バリウム（Ｂａ）、及び
マンガン（Ｍｎ）等とフェライト（Ｆｅ）との合金である。これは、磁性体１５１と同様
である。
【０１５５】
　次に、マスク３０２を除去し、図７（Ａ）に示すように、絶縁膜１５２Ａ、コイル部１
５３の一端１５３Ａ、他端１５３Ｂ、及び磁性体層１５５の上面に、絶縁膜１５２Ｂを形
成する。絶縁膜１５２Ｂは、磁性体層１５５と絶縁層１４０との密着性を向上させるため
に形成される。絶縁膜１５２Ｂは、例えば、２～５μｍの厚さに形成すればよい。
【０１５６】
　絶縁膜１５２Ｂは、図２（Ａ）に示す絶縁膜１５２の一部であり、図４（Ｄ）に示す工
程で形成した絶縁膜１５２Ａとともに、絶縁膜１５２（図２（Ａ）参照）となる。絶縁膜
１５２Ｂは、第２絶縁膜の一例である。
【０１５７】
　マスク３０２の除去は、例えば、剥離液を用いたエッチング処理によって除去すればよ
い。また、絶縁膜１５２Ｂの形成は、例えば、ワニス状のポリイミド系樹脂をスピンコー
ト法で塗布することによって行えばよい。なお、絶縁膜１５２Ａとしてポリイミド系樹脂
の代わりに、エポキシ系樹脂を用いる場合は、同様に、絶縁膜１５２Ｂとしてポリイミド
系樹脂の代わりに、エポキシ系樹脂を用いればよい。
【０１５８】
　次に、図７（Ｂ）に示すように、絶縁膜１５２の上に、絶縁層１４０を形成するととも
に、絶縁層１８０の下面に絶縁層１９０を形成する。
【０１５９】
　絶縁層１４０、１９０は、真空ラミネータで樹脂フィルムを加熱・加圧して積層するこ
とで形成する。樹脂フィルムとしては、例えば、エポキシ、又はポリイミド等の樹脂製の
フィルムを用いることができる。
【０１６０】
　次に、図７（Ｃ）に示すように、絶縁層１４０と絶縁膜１５２にビアホール１４１Ａ、
１４１Ｂを形成する。また、絶縁層１４０、絶縁膜１５２、及び絶縁層１３０に、配線層
１２０Ａ、１２０Ｂの表面まで達するビアホール４０７Ａ、４０７Ｂを形成する。また、
絶縁層１９０及び絶縁層１８０に、配線層１７０Ａ、１７０Ｂの表面（下面）まで達する
ビアホール４０８Ａ、４０８Ｂを形成する。
【０１６１】
　ビアホール１４１Ａ、１４１Ｂ、４０７Ａ、４０７Ｂ、４０８Ａ、４０８Ｂは、例えば
、レーザ加工によって形成すればよい。ビアホール１４１Ａ、１４１Ｂは、それぞれ、コ
イル部１５３の一端１５３Ａ及び他端１５３Ｂを底面とし、絶縁層１４０の表面に開口部
を有する形状であって、例えば、底面側の開口部より開口部側の径が大きい、円錐台形状
の断面を有する。ビアホール１４１Ａ、１４１Ｂは、底面において絶縁膜１５２を除去す
ることによって形成される。
【０１６２】
　ビアホール４０７Ａ、４０７Ｂは、それぞれ、配線層１２０Ａ、１２０Ｂの表面を底面
とし、絶縁層１４０の表面に開口部を有する形状であって、例えば、底面側の開口部より
開口部側の径が大きい、円錐台形状の断面を有する。
【０１６３】
　ビアホール４０８Ａ、４０８Ｂは、それぞれ、配線層１７０Ａ、１７０Ｂの表面を底面
とし、絶縁層１９０の表面（下面）に開口部を有する形状であって、例えば、底面側の開
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口部より開口部側の径が大きい、円錐台形状の断面を有する。
【０１６４】
　次に、図７（Ｄ）に示すように、ビアホール１４１Ａ、１４１Ｂの内部にビア１５６Ａ
、１５６Ｂをそれぞれ形成するとともに、ビア１５６Ａ、１５６Ｂの上に、配線１６０Ａ
、１６０Ｂをそれぞれ形成する。
【０１６５】
　また、ビアホール４０７Ａ、４０７Ｂ、４０８Ａ、４０８Ｂの内部に、それぞれ、ビア
４０１Ａ、４０１Ｂ、４０２Ａ、４０２Ｂを形成する。
【０１６６】
　ビア１５６Ａ、１５６Ｂは、例えば、セミアディティブ法によって形成すればよい。ま
ず、ビア１５６Ａ、１５６Ｂは、例えば、ビアホール１４１Ａ、１４１Ｂの側壁及び底面
と、絶縁層１４０の表面とに無電解めっき処理によって銅製のシード層を形成する。
【０１６７】
　また、ビア４０１Ａ、４０１Ｂ、４０２Ａ、４０２Ｂは、例えば、セミアディティブ法
によって形成すればよい。まず、ビア４０１Ａ、４０１Ｂ、は、例えば、ビアホール４０
７Ａ、４０７Ｂの側壁及び底面と、絶縁層１４０、絶縁膜１５２、絶縁層１３０の表面と
に無電解めっき処理によって銅製のシード層を形成する。また、ビア４０２Ａ、４０２Ｂ
、は、例えば、ビアホール４０８Ａ、４０８Ｂの側壁及び底面と、絶縁層１８０、絶縁層
１９０の表面とに無電解めっき処理によって銅製のシード層を形成する。
【０１６８】
　次に、シード層の上に、配線１６０Ａ、１６０Ｂ、４０３Ａ、４０３Ｂの形状の開口を
有するめっきレジスト層を形成する。そして、次に、シード層に給電を行いながら電解め
っき処理を施し、めっきレジスト層から露出するシード層の表面に電解銅めっき膜を析出
させることにより、ビア１５６Ａ、１５６Ｂと、配線１６０Ａ、１６０Ｂを連続的に形成
するとともに、ビア４０１Ａ、４０１Ｂと、配線４０３Ａ、４０３Ｂを連続的に形成する
。
【０１６９】
　また、同様に、めっきレジスト層を用いて、ビア４０２Ａ、４０２Ｂと、配線４０４Ａ
、４０４Ｂを連続的に形成する。
【０１７０】
　最後に、めっきレジスト層を除去し、配線１６０Ａ、１６０Ｂ、４０３Ａ、４０３Ｂ、
４０４Ａ、４０４Ｂに含まれない部分のシード層を除去する。めっきレジスト層は、例え
ば、剥離液を用いたエッチング処理によって除去すればよく、シード層の除去は、例えば
、ウェットエッチング法によって行えばよい。
【０１７１】
　なお、ビア１５６Ａ、１５６Ｂ、４０１Ａ、４０１Ｂ、４０２Ａ、４０２Ｂ及び配線１
６０Ａ、１６０Ｂ、４０３Ａ、４０３Ｂ、４０４Ａ、４０４Ｂは、サブトラクティブ法、
又は、その他の方法で形成してもよい。
【０１７２】
　以上により、実施の形態１の配線基板１００が完成する。
【０１７３】
　実施の形態１の配線基板１００は、めっき処理で内部に形成可能なコイル１５０を含む
。このため、配線基板１００を配線基板ユニット２００Ａ～２００Ｃのパッケージ基板２
３０Ａ、２３０Ｂ、又はマザーボード２２０として用いることにより、ＣＰＵ２４０Ａの
コアの直近で電圧変換を行って電源供給を行えるため、電源供給の効率を改善することが
できる。また、これにより、電源供給回路の小型化を図ることができる。
【０１７４】
　また、磁性体層１５１及び１５５で高インダクタンスを実現したコイル１５０を配線基
板１００の内部に、通常の配線基板を作製する場合と同様の工程で作製できるので、製造
コストの低減を図ることができる。
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【０１７５】
　また、コイル１５０のコイル部１５３は、磁性体層１５１及び１５５によって挟まれて
いてノイズ耐性が高いため、周囲の配線等に与える影響が極めて低く、周辺回路の設計に
おける自由度を向上させることができる。
【０１７６】
　なお、以上では、配線基板１００がビルドアップ基板である形態について説明したが、
配線基板１００はビルドアップ基板には限定されない。すなわち、絶縁層と配線層とを積
層した基板であれば、配線基板１００はどのような基板であってもよい。
【０１７７】
　また、以上では、コイル１５０の一端１５３Ａ及び他端１５３Ｂがビア１５６Ａ及び１
５６Ｂを介して配線１６０Ａ及び１６０Ｂに接続される形態について説明した。しかしな
がら、一端１５３Ａ及び他端１５３Ｂは、必ずしもビア１５６Ａ及び１５６Ｂを介して配
線基板１００の上方向にある配線１６０Ａ及び１６０Ｂに接続されなくてもよい。例えば
、一端１５３Ａ又は他端１５３Ｂの少なくともいずれか一方を配線層を介して、配線基板
１００の横方向に引き出してもよい。
【０１７８】
　また、以上では、コイル１５０のコイル部１５３の下面側に平面視でコイル部１５３よ
りも大きな磁性体層１５１があり、コイル部１５３の上面側に一端１５３Ａ及び他端１５
３Ｂ以外を被覆する磁性体層１５５を設ける形態について説明した。
【０１７９】
　しかしながら、磁性体層１５５は、一端１５３Ａ及び他端１５３Ｂ以外の部分を露出し
てもよく、磁性体層１５１は、コイル部１５３の下面の一部を露出してもよい。例えば、
他の配線等との関係で、磁性体層１５１又は１５５を形成するスペースを十分に確保でき
ない場合は、このようにコイル部１５３の一部を露出するようにしてもよい。
【０１８０】
　また、以上では、配線基板１００がコア基板１１０を含む所謂コア基板付きのビルドア
ップ基板である形態について説明したが、配線基板１００は、コア基板１１０を含まない
、所謂コアレスのビルドアップ基板であってもよい。
【０１８１】
　また、最後に、図８を用いて、実施の形態１の配線基板１００の変形例について説明す
る。
【０１８２】
　図８は、実施の形態１の変形例の配線基板１００を示す断面図である。図８に示す断面
は、図２に示す断面に対応する断面である。
【０１８３】
　また、以上では、コイル部１５３の一端１５３Ａの周囲が磁性体層１５５で形成される
形態について説明した（図２（Ｂ）参照）。
【０１８４】
　しかしながら、図８に示すように、コイル部１５３の一端１５３Ａの周囲に絶縁樹脂１
５４Ａを形成してもよい。絶縁樹脂１５４Ａは、絶縁樹脂１５４と同一の樹脂材料で、絶
縁樹脂１５４と一体的に形成されている。
【０１８５】
　コイル部１５３の一端１５３Ａと、平面視で一端１５３Ａの周囲に連続するコイル部１
５３との間隔が狭い場合には、一端１５３Ａの周囲に磁性体層１５５をめっき処理で形成
すると、めっき処理に時間がかかり、生産性が低下する場合がある。
【０１８６】
　このような場合に、一端１５３Ａの周囲に、感光性エポキシ樹脂等で構築される絶縁樹
脂１５４Ａを充填すれば、磁性体層１５５をめっき処理で形成する場合よりも容易に製造
することができる。
【０１８７】
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　また、コイル部１５３の一端１５３Ａと、平面視で一端１５３Ａの周囲に連続するコイ
ル部１５３との間の間隔が狭くて、めっき処理で形成する磁性体層１５５にボイドが生じ
る場合がある。このような場合には、磁性体層１５５の代わりに絶縁樹脂１５４Ａを一端
１５３Ａの周囲に形成すればよい。絶縁樹脂１５４Ａは、一端１５３Ａの周囲に充填する
だけで形成されるため、ボイドが発生することを抑制でき、コイル部１５３のインダクタ
ンスを一定にすることができる。
【０１８８】
　＜実施の形態２＞
　図９は、実施の形態２の配線基板２００を示す断面図である。
【０１８９】
　実施の形態２の配線基板２００は、実施の形態１の配線基板１００の絶縁層１３０と磁
性体層１５１との間に、実施の形態１の絶縁膜１５２と同様の絶縁膜２５２Ａを設けた点
が実施の形態１の配線基板１００と異なる。
【０１９０】
　その他の構成は、実施の形態１の配線基板１００と同様であるため、同様の構成要素に
は同一符号を付し、その説明を省略する。
【０１９１】
　実施の形態２の配線基板２００は、実施の形態１の配線基板１００の絶縁膜１５２（図
２参照）の代わりに、絶縁膜２５２を含む。
【０１９２】
　絶縁膜２５２は、実施の形態１の配線基板１００の絶縁膜１５２（図２参照）に、絶縁
膜２５２Ａを追加した構成を有する。絶縁膜２５２Ａは、絶縁層１３０と磁性体層１５１
の間に形成される。絶縁膜２５２のうちの絶縁膜２５２Ａ以外の部分は、実施の形態１の
配線基板１００の絶縁膜１５２（図２参照）と同一の形状及び構成を有する。
【０１９３】
　絶縁膜２５２Ａは、実施の形態１の配線基板１００の絶縁膜１５２（図２参照）と同様
に、例えば、亜鉛とフェライトの合金（Ｚｎ－Ｆｅ）で出来ており、亜鉛とフェライトの
合金めっき膜で形成される。
【０１９４】
　絶縁膜２５２Ａは、絶縁膜２５２のうちの絶縁膜２５２Ａ以外の部分（すなわち、実施
の形態１の配線基板１００の絶縁膜１５２（図２参照）と同一の形状及び構成を有する部
分）と一体的に形成される。絶縁膜２５２は、第３絶縁膜の一例である。
【０１９５】
　例えば、絶縁層１３０の上に直接磁性体層１５１を形成すると、磁性体層１５１に安定
的な結晶方向が得られない場合がある。また、磁性体層１５１の厚さに平面的な分布が生
じて厚さの制御が困難になるような場合がある。このような場合には、絶縁膜２５２Ａを
形成すればよい。
【０１９６】
　絶縁膜２５２Ａは、絶縁層１３０の上の、後に磁性体層１５１を形成する領域に形成す
ればよい。
【０１９７】
　なお、ここでは、説明の便宜上、絶縁膜２５２のうち、実施の形態１の絶縁膜１５２と
同一の部分に対して追加した部分を絶縁膜２５２Ａとして区別する。しかしながら、絶縁
膜２５２Ａは、絶縁膜２５２のうちの絶縁膜２５２Ａ以外の部分と一体的に形成される。
このため、例えば、次に説明するように形成することができる。
【０１９８】
　図１０は、実施の形態２の配線基板２００の製造工程を示す図である。
【０１９９】
　まず、図１０に示すように、絶縁層１３０の上の一面に絶縁膜２５２Ａ１を形成する。
これは、実施の形態１で言えば、図４（Ａ）に示す工程で、絶縁層１３０の上の一面に絶
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縁膜を形成することに相当する（工程Ａ）。絶縁膜２５２Ａ１のうち、図９に示す磁性体
層１５１の下に位置する部分が図９に示す絶縁膜２５２Ａとなる。
【０２００】
　次に、工程Ａで絶縁層１３０の上に形成した絶縁膜の上に、図４（Ｂ）、（Ｃ）に示す
工程と同様の工程によって磁性体層１５１を形成する（工程Ｂ）。
【０２０１】
　そして、工程Ｂで形成した磁性体層１５１と、工程Ａで形成した絶縁層のうち磁性体層
１５１によって覆われていない部分（図４（Ｄ）に示す絶縁膜１５２Ａのうち、絶縁層１
３０の上に形成されている部分と同様の部分）との上に、絶縁膜を形成する（工程Ｃ）。
【０２０２】
　次に、図５（Ａ）～（Ｄ）、及び、図６（Ａ）～（Ｃ）と同様の工程を行う（工程Ｄ）
。さらに、図７（Ａ）と同様の工程により、図７（Ａ）に示す絶縁膜１５２Ｂと同様の絶
縁膜を形成する（工程Ｅ）。
【０２０３】
　以上の工程Ａ、工程Ｃ、及び工程Ｅにより、絶縁膜２５２が完成する。絶縁膜２５２は
、工程Ａ、工程Ｃ、及び工程Ｅで形成される絶縁膜が一体化したものである。
【０２０４】
　絶縁膜２５２は、例えば、ポリイミド等の樹脂膜で形成されるため、ビルドアップ基板
に含まれる絶縁層１３０よりも、表面をより平坦にすることができる。
【０２０５】
　なお、絶縁膜２５２Ａを含む絶縁膜２５２の厚さを薄くする方がコイル１５０の特性が
良好になる場合は、絶縁膜２５２の厚さを可能な限り薄くすればよい。
【０２０６】
　以上、実施の形態２によれば、磁性体層１５１と絶縁層１３０との間に絶縁膜２５２Ａ
を設けることにより、めっき処理で形成される磁性体層１５１の結晶方向をより安定的な
ものにすることができる。また、絶縁体層１５１の厚さの制御を容易に行うことができる
ようになる。
【０２０７】
　また、実施の形態２の配線基板２００は、図８に示す実施の形態１の変形例の配線基板
１００と同様に、変形することができる。
【０２０８】
　図１１は、実施の形態２の変形例の配線基板２００を示す断面図である。図１１に示す
断面は、図９に示す断面に対応する断面である。
【０２０９】
　図１１に示す配線基板２００は、図８に示す実施の形態１の変形例の配線基板１００と
同様に、コイル部１５３の一端１５３Ａの周囲に絶縁樹脂１５４Ａを形成したものである
。
【０２１０】
　コイル部１５３の一端１５３Ａと、平面視で一端１５３Ａの周囲に連続するコイル部１
５３との間隔が狭い場合には、一端１５３Ａの周囲に磁性体層１５５をめっき処理で形成
すると、めっき処理に時間がかかり、生産性が低下する場合がある。
【０２１１】
　このような場合に、一端１５３Ａの周囲に、感光性エポキシ樹脂等で構築される絶縁樹
脂１５４Ａを充填すれば、磁性体層１５５をめっき処理で形成する場合よりも容易に配線
基板２００を製造することができる。
【０２１２】
　また、コイル部１５３の一端１５３Ａと、平面視で一端１５３Ａの周囲に連続するコイ
ル部１５３との間の間隔が狭くて、めっき処理で形成する磁性体層１５５にボイドが生じ
る場合がある。このような場合には、磁性体層１５５の代わりに絶縁樹脂１５４Ａを一端
１５３Ａの周囲に形成すればよい。絶縁樹脂１５４Ａは、一端１５３Ａの周囲に充填する
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だけで形成されるため、ボイドが発生することを抑制でき、コイル部１５３のインダクタ
ンスを一定にすることができる。
【０２１３】
　以上、本発明の例示的な実施の形態の配線基板、及び、配線基板の製造方法について説
明したが、本発明は、具体的に開示された実施の形態に限定されるものではなく、特許請
求の範囲から逸脱することなく、種々の変形や変更が可能である。
【符号の説明】
【０２１４】
　１００、２００　配線基板
　１１０　コア基板
　１２０、１２０Ａ、１２０Ｂ、１２０Ｃ　配線層
　１３０　絶縁層
　１４０　絶縁層
　１５０　コイル
　１５１　磁性体層
　１５２、１５２Ａ、２５２、２５２Ａ　絶縁膜
　１５３　コイル部
　１５４　絶縁樹脂
　１５５　磁性体層
　１６０Ａ、１６０Ｂ　配線
　１７０、１７０Ａ、１７０Ｂ、１７０Ｃ　配線層
　１８０　絶縁層
　１９０　絶縁層

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】
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